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NORMA BRANZOWA

BN-83

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory typu BF 182, BF 183

3375-31.05

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 szczegé-
tlowe wymagania dotyczace krzemowych tranzystoréw
n-p-n matej mocy, bardzo wielkiej czgstotliwo$ci, wy-
konanych technologia epitaksjalno-planarng typu
BF 182 i BF 183 w obudowie metalowej przeznaczo-
nych do sprzgtu powszechnego uzytku oraz urzadzen
wymagajacych zastosowania elementéw o wysokiej
i bardzo wysokiej jako$ci. . '

Tranzystory typu BF 182 s3 przeznaczone do pracy
w stopniach przemiany cz¢stotliwosci odbiornik6w tele-
wizyjnych w zakresie VHF.

Tranzystory typu BF 183 sa przeznaczone do pracy
w stopniach heterodyny odbiornikéw telewizyjnych
w zakresie VHF.

Kategoria klimatyczna — wg PN-73/E-04550 dla
tranzystorow:

— standardowej
40/125/04,

— wysokiej jakosci (poziom jakosci IIT) 40/125/21,

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci IV)
40/125/56.

2. Przyklad oznaczenia tranzystoréw

a) standardowej jakoéci

TRANZYSTOR BF 182 BN-83/3375-31.05

b) wysokiej jakoS$ci

TRANZYSTOR BF 182/3 BN-83/3375-31.05
c) bardzo wysokiej jakosci
TRANZYSTOR BF 182/4 BN-83/3375-31.05

jakosci  (poziom jakosci )

3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé nastg-
pujace dane: )

a) nazwe producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu (podtypu), |

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoré6w wyso-
kiej i bardzo wysokiej jako$ci. Tranzystory wysokiej
jako$ci powinny by¢é znakowane cyfrg 3, a tranzystory
bardzo wysokiej jako$ci cyfrg 4 umieszczona po ozna-
czeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl. 1.

Elementy obudowy — wg PN-72/T-01503:
ark. 29 — podstawa Bl12,
ark. 55 — obudowa C7.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta —
CE 25. '

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-31.00 p. 5.1.

6. Wymagania szczegétowe do badai grupy A, B,
CiD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiaréw
A @ D, | — wg rysunku i tabl. 1 na str. 2, ‘

b) badania podgrupy A2, A3, Ad4i C2 — wg tabl.2
na str. 2 1 3,

c) badania grupy B, C i D — wg tabl.- 3 na str. 3,

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C i D -— wg tabl. 4 na str. 3 1 4.

-
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Kolektor (C) tranzystora jest pofaczony elektrycznie z obudowa
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Tablica 1
Symbol wymiaru Y, i stcl)(:t:ie
min nom max nom
A 43 — 53 S
Da — 2,54") —_ —
b - — 0,53 -,
@D 53 — 5,8 —
@D, 4,5 — 49 -
F — = 1,0 —
J 0,92 1,04') 1,16 —
k 0,5 — 1,2 e
/ 12,7 — — -—
o — — — 45")
B — —_ — 90')

') Wymiar teoretyczny,

Tablica 2. Parametry elektryczne podstawowe

sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C4

Pod- . Metoda po- Wartosci graniczne
. : Kontrolowany . . ; Jed- N
grupa Rodzaj badania Pp— miaru wg Warunki pomiaru P BF 182 BF 183
badan P PN-74/T-01504 -
min { max { min | max
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10
A2 Sprawdzenie Icso ark. 05 Ues = 20 V, Ir=0 mA — | 100 — | 100
T
posstawasych Usry cso ark. 04 Ic = 10 pA, Ir=0 v 30| — 30| —
parametrow '
elektrycznych Usr ceo ark. 03 Ic = 2 mA, Is=0 \'% 20| — 20 —
U s £80 ark. 04 Is =10 pA, I =0 A" 3 —_ 3 —
ha ark. 01 g =2 mA, Us=10 . 0| — |1 =1 =
Ic = 3 mA, Uece = 10 — — 10} —
A3 | Sprawdzenie Ic=2mA, Ux=10 sol — | -1 -
C2 drugorz¢dnych fr _— S = 100 MHz MHz
parametrow _ —
elektrycznych - = 3w, Uer = 10 — — | 550} —
S f = 100 MHz
y Ic = 1 mA, Uecg = 10 '
~C i 2es ark. 23 f = | MHz pF A= 0,5 — 0,5
Ic = 2 mA, Uce = 10 - 6 o _
rw', Cc ark. 25 F =5 Mk ; ps
Ic = 3 mA, Ucz = 10 - _ _ 6
f = 50 MHz
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cd. tabl. 2
- Y W . - N
glzzga Rodzaj badania PNy N:it;fja \sg - Warunki pomiaru et =
badais parametr PN.74/T-01504 nostka BF 182 | BF 183
min | max | min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ad Sprawdzenie Icso ark. 05 Ucs = 20 V, Ir=0 nA — 50 —- 50
parametrow
elektrycznych
W tamy = 125 °C :
(poziom HI1i V)
Tablica 3. Wymagania szczegbétowe do badah grupy B, C i D
Lp. | Podgrupa badan ' Rodzaj badania Wymagania szczegétowe
I 2 3 4
‘ préba Ub: metoda 2, 2,5 N
Sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej wyprowadzen 3 cykle
1 Bi, ClI - préba Ua;: 5 N
. . ; : i i Inosci 6,65 - 107
L ae—— préba Qi( poziom nieszczelnosci
Pa - dm’/s
2 B3 Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swobodne pbRe Eran'zystora W czamE SpAdANE WY
prowadzeniami do gory
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrotne mocowanie za obudoweg
B3, C5 _
4 (poziom jakosci Sprawdzenie wytrzymatosci na nagle zmiany temperatury Tq4 = =55 °C, Tp= 185 °C
[ 1v) . 7
; £ _— ) uktad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5,
5 B6, C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia elektryczne e W ks Uop= 8§ V :
6 C3 Sprawdzenie masly wyrobu 05¢g ¢
, . Y : kierunek probierczy: obydwa kierunki wzdluz
Sprawdzenie wytrzymato$ci na przyspieszenia stale . r :
osi wyprowadzefi, mocowanie za obudowg
. Ca SPrawci'zcnlc wytrzymal'oém n‘a wibracje o stalej czgsto- T -
tliwodci (dla poziomu jakosci I) _
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o zmiennej czgsto- snidanaas ¥ ainln
tliwosci (dla poziomu jakosci 1lI i IV) N ¢
. ’ . 4 AQL = 4 @
8 S . e
Cs prawdzenie wytrzymato$ci na ciepto lutowania temperatura kepieli 350 °C
9 C7 Sprawdzenie wytrzymato$ci na zimno Loig max = -55 °C
10 C8 Sprawdzenie wytrzymatoéci na suche £0raco tsg_mx = 155 °C
11 Cl0 Sprawdzenie wymiaréw wg rysunku i tabl. |
DI
12 (poziom jakosci Sprawdzenie odpornosci na niskie ciSnienie atmosferyczne temperatura narazenia 25 °C
Il i IV)
13 D4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na pleéi brak porostu plesni po badaniu
14 D5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na mgle solng potozenie tranzystora dowolne

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, III i IV)

Oznaczenie literowe | Metoda pomiaru Warunki Poderupa badas Jed- s, i’

parametru wg PN-74/T-01504 pomiaru grup nostka BF 182 BF 183
min max min max

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9

Bl, Cl, B3, B4, BS, C2,
— Ues = 20 V C4, C5, C7, C9, DI e IR o
Icso ark. 05 Ie = 0 <

£ B6, C6, C8 nA — 500 - 500
Cc2Y) HA - 50 - 50
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cd. tabl. 4
Oznaczenie literowe | Metoda pomiaru Warunki ey oo Jed- Wariosa granicane
parametru wg PN-74/T-01504 pomiaru grup nostka BF 182 BF 183
min max min max
1 2 3 4 5 6 i 8 9.
.Ic = 2 mA 10 _ _ _
Usg=10V Bi, B3, B4, BS, Cl,
X w5 pok C2, C4, C5, C7, C9 ~ ~ . -
Uc; =10V
Ie = 3 mA 7 _ _ o
has ark. 01 ek L B6, C6, C8 -
Ic = 3 mA . _ 7 .
U= 10V
Ic = 2 mA 5 _ - _
U= 10V c2)
I(‘ = 3 mA _ o 5 _
Uce= 10V

'Y W czasie badania odpofnoéci na suche gorgco.
?) W czasie badania odpornosci na zimno.

7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-31.00.

KONIEC




Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31.05 5

INFORMACJE DODATKOWE

‘1. Instytucja opracowujgca norme — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Pdiprzewodnikow.

2. Normy zwigzane

PN-73/E-04550.00 Wyroby elektrotechniczne. Proby $rodowiskowe.
Postanowienia ogodlne

PN-72/T-01503.29 Elementy pOiprzewodnikowe. Zarysy i wymiary.
Podstawa Bl2

PN-72/T-01503.55 Elementy poiprzewodnikowe. Zarysy i wymiary.
Obudowa C7

PN-74/T-01504.01 Tranzystory. Pomiar A2z i napiecia Use

PN-74/T-01504.03 Tranzystory. Pomiar napigé przebicia Uar)cro,
Usr) cess Usrycer, Usry cex

PN-74/T-01504.04 Tranzystory. Pomiar napi¢¢ przebicia Uiar) cso,

U.sr) g80

PN-74/T-01504.05 Tranzystory. Pomiar pradéw wstecznych Icso
i ]EB(J '

PN-74/T-01504.23 Tranzystory. Pomiar parametréw [y] w zakre-
sie w.cz.

PN-74/T-01504.24 Tranzystory.
w.cz. 1 czestotliwosci fr
PN-74/T-01504.25 Tranzystory.
zwrotnego rw, Cc
PN-78/T-01515 Elementy po&tprzewodnikowe. Ogélne wymagania

i badania
BN-80/3375-31.00 Elementy p6iprzewodnikowe. Tranzystory matlej
mocy, wielkiej czgstotliwo$ci. Wymagania i badania

Pomiar modutu |k2.| w zakresie

Pomiar stalej czasowej sprzgzenia

3. Symbol wg KTM

BF 182 — 1156214404001,
BF 183 — 1156214405002,

4, Wartoécl dopuszczalne — wg rys. I-1 i tabl. I-I.

Rezystancja termiczna
zlacze-otoczenie Ruy-. < 1000 °C/W
Rezystancja termiczna
ztgcze-obudowa Ruyy.. = 400 °C/W

, BF182
i BF183
Peo \
(mW] )\
300
\ Rl‘h (-
250 —
‘(\
160 \|
| TR \
4 -
100 c\\
50 _

0 40 80 120 t[C¢] 200

Rys. I-1. Zalezno$¢ dopuszczalnej wartosci catkowitej mocy wejscio-

wej na wszystkich elektrodach od temperatury P = f (famb);
5. Dane charakterystyczne — wg tabl. I-2 i rys. -2 + I-10. P = f (tease) |
Tablica I-1
Lp. 0::_‘:;??_16 Nazwa parametru Jednostka Wartosci_dopuszezalne
P “ BF 182 i BF 183
1 2 3 4 5
i Ucso Napiecie kolektor-baza A . 30
2 Ucso Napigcie emiter-baza A% 3
3 Uceo Napiecie kolektor-emiter A% 20 !
4 Ic Prad kolektora mA 20
Catkowita moc wejéciowa (stala lub Srednia) na tamp = 25 °C 150
> Pra wszystkich elektrodach ' mW
g a fease = 25 °C 375
6 l Temperatura zlacza °C : 175
7 Lamb Temperatura otoczenia w czasie pracy °C -40 + 125
8 tog Temperatura przechowywania e 8 -55 +. 155




Tablica 1-2

Typ
) i Jed-~
Lp, Cteezanie Nazwa parametru Warunki pomiaru - BF 182 BF 183
parametru nostka
min typ max min typ max
1 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 "
t ) =20V - =
1 IC‘BO Prad zerowy kolektora U CB 0 nA ! 100 1 100
2 2 Napieci ebicia kolektor-b I =10 pA \% 30 = - 30 - .
U(BR)CBO apiecie przebici or-baza I, . B
3 % T—-— ) Napigcie przebicia emiter-baza I =10 pA \V 3 = . 3 - »
{BR)EBO 4 E
4 U Napiecie przebicia kolektor~emi- | | =2 mA v 20 - - 20 = -
(BR)CEO b d c
I =2mA
& - 10 70 5 - - -
5 Statyczny wspdtczynnik wzmoc- UCE =10 V
hzu: nienia pradowego (w uktadzie
wspdinego emitera) IC s Bl
= = - - 10 70 -
r "
U CE 10 V
I =<2 mA
v - 0,8 = = = %
U =10 V '
CE
6 UBE Napiecie baza-emiter T
= = - - - 8 -
Upg =10V v 0,
2 mA
IC =2 m
= AV
UCE 9 MHz 500 600\ - 5 - &
f= 100 MHz
7 fT CzestotliwoS€ graniczna Ic= 3 mA
Ugg =10V MHz % » - 550 800 -
f=100 MHZz
8 Pvjemnosé sprzezenia zwrotnego IC =1 mA
C (przy wejéciu zwartym dla prze- U = 10 V
12es .biegéw zmiennych) w ukfadzie CB pF - 0,3 0,5 - 0,3 0,5
wspdéinego emitera f=1MHz
= 2 mA
e
UC.B = dB - 12 = - - &
9 A Maksymalny wspétczynnik f =800 MHz,Rg=100ﬂ
nM wzmochienia mocy IC‘ =3 mA
§ Upg =10V a8 . - & = 14 =
f=900MHz, R =100Q

i =

SO'TE-SLEE/ES-NE O amoxyiepop afdewiou]




cd, tabl, 1-2

3

200 MHz

500 MH2z

900 MHz

10

10

Yp

Matosygnatowa zwarciowa
konduktancja wejS§ciowa w ukta-
dzie wspdinej bazy

b

Matlosygnatowa zwarciowa
susceptancja wejsciowa w
uktadzie wspéinej bazy

.lyizbl

Modut zwarciowej admitancji
przenoszenia wstecznego w
ukladzie wspdinej bazy

11

Puizn .

Faza zwarcicwej admitancji
przenoszenia wstecznego w
uktadzie wspdinej bazy

12

l Yoo l

Modut zwarciowej admitancji
przenoszenia wprzdéd w uktadzie
wspdinej bazy '

?y 2ib '

Faza zwarciowe] admitancji

przenoszenia wprzéd w uktadzie

wspdinej bazy

13

Y22p

Matosygnatowa zwarciowa
konduktancja wyj$ciowa w
uktadzie wspbinej bazy

22bs

Pojemno$é wyjéciowa (wejécie
zwarte dla przebiegéw zmien-

. nych) w-uktadzie wspéinej

bazy

= -2 mA
IE

U =10V

CB

65

25

mS

-20

-25

-20

us

60

200

500

900

90

90

90

90

mS

65

55

28

15

SO 1E-SLEE/E8"NE ©Op amoxyiepop slvurioju]

160

140

75

250

1000

pF




cd, - tabl,

-2

f

50 MHz

200 MHz

500 MHZ]QOO MHz

10

H

14

b

Matosygnatowa zwarciowa
konduktancja wej$ciowa w
uktadzie wspéinej bazy

b

Matosygnatowa zwarciowa
susceptancja wejSciowa w
uktadzie wspéinej bazy

15

|y12b|

Modut zwarciowej admitancji
‘pPrzenoszenia wstecznego w
uktadzie wspdinej bazy

Pusze

Faza zwarclowej admitancji
przenoszenia wstecznego w
uktadzie wspdlinej bazy

16

|ymbl

Modut zwarciowej admitancji
przenoszenia wprzdéd w uktadzie
wspdinej bazy

k vyub

Faza zwarciowej admitancjl
przenoszenia wprzdéd w uktadzie
wspéinej bazy

17

922p

‘Matosygriatowa zwarciowa

konduktancja wy jéciowa w
uktadzie wspélinej bazy

22bs

Pojemno$é wyjéciowa (wejscle
zwarte dla przebiegéw zmien-
nych) w uktadzie wspélnej bazy

g

U

= =3 mA

CB=IOV

mS

80

55

20

mS

-15

-35

=35

-15

60

230

450

800

90

90

90

90

85

65

38

15

150

130

80

10

55

350

1000

pF
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BF182

BF183
1000 P
=Tyfab
Iym'l Uece=10v [°]
I [ fe =200
amb= 300
i\"‘v\ 200
100 -9 0
50
q0
30
20
10
i 100 f[MHz] 1000
BN~ 83/39375-31.00-]-2]

Rys. I-2. Zalezno$¢ zwarciowej admitancji przenoszenia wstecznego
od czgstotliwosci yis; @yin = f (f)

BF182
BF183

1000

[Ya10]

Ie=2mA

tamp=25

Upe=10V

Fya1b

]

[ms]

300
200

274

100

100

iz

50

140

30

20

10

10’0

100

FHHz]

1000

1

BF182|
BF183
1000 b - 10
UCE = 10V 28
922 Ip =2mA L2zt
[15] tamy=25C [pF]
% Q
a
Cozp |
100 T mmman il
10 ot
10 100 f[MHz] 1000

Ca = f ()

[BN-§3/3378-31.00-1-4]

Rys. I-4. Zalezno§¢ admitancji wyjSciowej od czgstotliwosci g2z,

|BF182
BN183

1000

Uee =10V

tamb gz 5‘. C

=100 MHz

[MHz]

100

10

o1

02 03 ]

2 3L [mA] 10

BN-83 /3375~ 31.03-1-3] [BN-83/3375-31.05-]- 5]

'Rys. I-3. Zalezno$é zwarciowej admitancji przenoszenia wprzéd od Rys. I-5." Zalezno$§¢ czgstotliwosci granicznej od pradu kolektora
czgstotliwodci yau; @ = f () Jr=f o) :
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8 15r782
BF183 b ide
- BF183
- F - 100
[a8] Upg= 10V : .
It =2mA hzu- ;
_ tams =25°C 40 Ueg=10V
4 30 tqm =25°
20
2
10
1 10 “ 100 f[NHz] 1000 [ m—
1A VAE LS LD ‘;,
Rys. 1-6. Zaleznoéé¢ wspdiczynnika szuméw od czgstotliwosci F = £ (f)
BF182 .
BF183 | |
i Uge =10V 07 7 T TmA] 10
Jr1s Ic=2mA 16 S RIDC
s tamp=29°C ' |
[ms Rys. 1-9. Zalezno$¢ statycznego wspoOlczynnika wzmocnienia prado-
-C : 8 wego od pradu kolektora hxaz = f (I¢)
11b - Cinp ,
[pF]
)o,go \
fo :
- BF182
BF183
10
Ip Upg= 10V
[mA] tamy25°C -
) 94
10 100 1[MHz] 1000 3
[N-33733-30.0T-T] 2
IRys. I-7. Zalezno§¢ admitancji wejsciowej od czgstotliwosci g1is; b
16 Cin =f () p
BF182
Ie 18r103
° 5
03
12 a
, 02
; LI ‘
10 /'\60\29\* h ot
9 120PH—- 91 02 03 1 2 3 UglV] 10
- *"" 10014
; 80 ,U A Rys. I-10. Charakterystyka przejSciowa Ic = f (Ugs)
— .
i 60 u
’ 40uA
3 ) - - f
2 Iy =20UA
!
0

10 UpelV] 20

Rys. I-8. Charakterystyka wyjsciowa Ic = f (Ucs)
Is — parametr



